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１．概要（Summary） 

本研究グループでは光ナノインプリントリソグラフィによ

る有機・無機・金属材料から成るナノ構造体デバイスの創

製を目的に、同手法の材料やプロセス、ナノ構造体の光

学特性に関して研究している。今回、同手法による超微

細加工を目指した Si モールドの作製を目的とし、レーザ

描画を用いたマスクレスリソグラフィによるマイクロサイズの

凹ラインパターンの作製を検討した。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

レーザ描画装置，イオンミリング装置，Deep RIE装置#1  

【実験方法】 

Si基板上にポジ型フォトレジストOFPRをスピン塗布法

により成膜した。東北大学試作コインランドリのレーザ描

画装置を用いて設計線幅 1 m のラインパターンを描画

し、現像によりレジストパターンを得た。Deep RIE装置を

用いた Siエッチングにより 100 nm深さの Si加工を行い、

作製された Siパターンを光学顕微鏡で観察した。描画時

の露光量（装置内パラメーター“Dose”）を 45-90の範囲で

変化させ、作製された Siパターンとの関係を調べた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

作製された Siパターンの光学顕微鏡像を Fig. 1に示

す。描画設計 1 mのラインパターンが観察された。観察

像を画像解析ソフトで解析し、線幅を調べた。露光量

“Dose”が 45, 55, 90の際に作製されたラインパターンの

線幅はそれぞれ 1.04, 1.17, 1.55 mであった。高精度

な Siパターンの作製には露光量 45-55が適していると考

えられた。このパターンをナノインプリント用モールドとして

活用し、今後の研究に活かしていきたいと考えている。 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Optical microscope images of concave Si 

patterns fabricated by mask-less lithography 

through laser drawing with a dose of (a) 45, (b) 55, 

and (c) 90. 
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